
Measurement-Evaluation-Reliability Test
計測・評価

比誘電率/誘電正接/界面導電率測定  Measurement of Material Dk/Df/Interface Conductivity
比誘電率（平衡型円板共振器）

Dk （BCDR）
誘電正接（平衡型円板共振器）

Df （BCDR）
Sパラメータ 挿入損失（伝送線路）

S-Parameter Insertion Loss （Line）
界面導電率

Interface Conductivity
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<RF Probe> GSG 250μm
<Calibration> TRL
<Line Length> 10mm
<Surface Finish> OSP

－PPE（HVLP2） －PTFE（VLP） －COP（CVD）
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Cu Plate
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伝送線路計測  Transmission Line S-Parameter Measurement

Port 2

Port 1

PKG Substrate

System Board

Solder ball

表面処理毎 Sパラメータ挿入損失 S-Parameter by Surface Treatment
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Unit :μm
試験基板
表面処理

Ni-P
膜厚

Pd
膜厚

Au
膜厚

表面
粗さ

Bare-Cu なし なし なし 1.9
DIG-1 なし なし 0.055 1.9
DIG-2 なし なし 0.055 1.2
DIG-3 なし なし 0.550 1.9
EPIG なし 0.040 0.052 1.6
ENIG 5.57 なし 0.052 1.0
ENEPIG-1 5.18 0.044 0.056 1.5
ENEPIG-2 0.18 0.042 0.054 1.8

サブストレート実装構造 Sパラメータ
S-Parameter from System Board to Substrate
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－SDD12　－SDD22

<Structure> MSL
<RF Probe> GSGSG 150μm
<Calibration> SOLT
<Material> Low-k FR-4
<Surface Finish> ENIG

日本高純度化学様共同研究
出所：第39回 JIEP 春季講演大会論文集
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伝送線路計測  S-Parameter Measurement
バックドリル Sパラメータ挿入損失 S-Parameter by Stub Length
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電源インピーダンス計測  Input Impedance Measurement
部品内蔵基板 電源インピーダンス Input Impedance by Device Embedding Substrate
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出所：第38回 JIEP 春季講演大会論文集

BGA Pad

Probe Probe

半導体チップ温度計測  IC Temperature Measurement
放熱樹脂基板 ジャンクション温度 Junction Temp. by Power PCB

古河電気工業株式会社様共同研究
出所：第39回 JIEP 春季講演大会論文集

ベアチップ実装構造
Bare Chip on Substrate

ヒートシンク実装構造
Heat Sink Assembly
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伝送線路計測  S-Parameter Measurement
環境温度毎 Sパラメータ挿入損失 S-Parameter by Temp.

伝送線路構造：マイクロストリップライン
RF Structure：MSL

測定線路長：10mm
Line Length：10mm
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オンウエハーRF測定
On-Wafer RF Measurement

ガラスサブストレート材料測定
Glass Material Characteristic

信頼性試験  Reliability Test
冷熱衝撃試験

Temperature Cycling Test
信頼性試験基板
Reliability Test Board

イオンマイグレーション試験
Temperature Humidity Bias Test
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Stack-up: 12Layer AnyLayer
Material: Low-k FR-4
Pre-condition: 260℃ Reflow x 6pass
Test condition: -55℃ ⇔ 150℃ Stack-up: 8Layer HDI （3-2-3）

Design： Layer to Layer 50μm
Material: FR-4
Pre-condition: Baking 130℃ x 3H
Test condition: 85℃/85%/DC50V
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ウエハー/ガラスサブストレート測定
Wafer/Glass Substrate Measurement


